
JP 2011-193020 A5 2012.4.12

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【公開番号】特開2011-193020(P2011-193020A)
【公開日】平成23年9月29日(2011.9.29)
【年通号数】公開・登録公報2011-039
【出願番号】特願2011-120724(P2011-120724)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５８Ａ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｔ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５８Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５２Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月24日(2012.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の伝導型を有する第１の炭化珪素層と、
　前記第１の炭化珪素層の中にあって前記第１の伝導型を有するソース領域であって、前
記ソース領域は、前記第１の炭化珪素層のキャリア濃度よりも高いキャリア濃度を有し、
前記第１の炭化珪素層の第１の表面まで延在し、前記第１の伝導型のドーパントと、前記
第１の伝導型とは反対の第２の伝導型のドーパントとを有する前記ソース領域と、
　前記ソース領域の底部に隣接し、前記ソース領域の深さよりも深い前記第１の炭化珪素
層の中の深さで、前記第１の炭化珪素層の中にある第２の伝導型の炭化珪素の埋込み領域
と、
　前記ソース領域の第１の側の前記第１の炭化珪素層の中にあって、前記第１の炭化珪素
層の前記第１の表面に向かって延在している前記第２の伝導型の炭化珪素のウェル領域と
、
　前記ソース領域の前記第１の側に対向する前記ソース領域の第２の側にあって、前記第
１の炭化珪素層の前記第１の表面まで延在している前記第２の伝導型の炭化珪素のプラグ
領域と、
　を備えることを特徴とする炭化珪素パワー半導体デバイス。
【請求項２】
　前記第１の炭化珪素層、前記ウェル領域、および前記ソース領域の上にあるゲート酸化
膜と、
　前記ゲート酸化膜の上のゲート接点と、
　前記プラグ領域および前記ソース領域の上のソース接点と、
　前記第１の炭化珪素層の前記第１の表面に対向する前記第１の炭化珪素層の上のドレイ
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ン接点と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス。
【請求項３】
　前記第１の炭化珪素層の前記第１の面の上で、前記ゲート酸化膜と前記第１の炭化珪素
層との間にあり前記第１の炭化珪素層の前記第１の面の上に第１の炭化珪素エピタキシャ
ル層をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス。
【請求項４】
　前記第１の炭化珪素層の中にあって前記ソース領域から延在する第１の伝導型炭化珪素
の閾値調整領域をさらに備え、前記閾値調整領域は、前記ウェル領域と前記第１の炭化珪
素層の前記第１の面との間に配置されることを特徴とする請求項３に記載の炭化珪素パワ
ー半導体デバイス。
【請求項５】
　前記閾値調整領域は、前記第１の炭化珪素層の中へ０．０１μｍから０．５μｍの深さ
まで延在し、１０１５から１０１９ｃｍ－３のキャリア濃度を有し、さらに前記第１の炭
化珪素層は、６から２００μｍの厚みを有し、１×１０１４から５×１０１６ｃｍ－３の
キャリア濃度を有することを特徴とする請求項４に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス
。
【請求項６】
　前記第１の炭化珪素層は、６μｍから２００μｍの厚みと、１×１０１４から５×１０
１６ｃｍ－３のキャリア濃度とを有することを特徴とする請求項５に記載の炭化珪素パワ
ー半導体デバイス。
【請求項７】
　前記第１の伝導型はｎ型であり、前記第２の伝導型はｐ型であることを特徴とする請求
項２に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス。
【請求項８】
　前記第１の炭化珪素層の中の第１の伝導型炭化珪素の閾値調整領域をさらに備え、該閾
値調整領域は前記ソース領域と前記ウェル領域の共通平面の上を延在し、前記ウェル領域
と前記第１の炭化珪素層の前記第１の面との間に配置されていることを特徴とする請求項
２に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス。
【請求項９】
　前記閾値調整領域は、前記炭化珪素の第１の層の中へ０．０１μｍから０．５μｍの深
さまで延在し、１０１５から１０１９ｃｍ－３のキャリア濃度を有することを特徴とする
請求項８に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス。
【請求項１０】
　前記炭化珪素の第１の層と前記ドレイン接点との間に配置された前記第１の伝導型の炭
化珪素の第２の層をさらに備え、前記炭化珪素の第２の層は、前記炭化珪素の第１の層よ
りも高いキャリア濃度を有することを特徴とする請求項２に記載の炭化珪素パワー半導体
デバイス。
【請求項１１】
　前記炭化珪素のウェル領域は前記炭化珪素プラグ領域と接していないことを特徴とする
請求項２に記載の炭化珪素パワー半導体デバイス。
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